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１．概要（Summary） 

我々は、次々世代の材料として期待される二硫化モリ

ブデン（MoS2）に着目し、MoS2 を材料にした電界効果ト

ランジスタ（FET）を作製している。将来、この  MoS2-

FET が分子センサーデバイスに応用されることを望んで

いる。 

昨年度は、MoS2 表面にアクセプター分子を吸着させ

ると、MoS2 チャネル中を流れるドレイン電流（ID）が減少

したという電気測定実験の結果について報告した。 

今年度は、MoS2 表面に対して光電子分光実験を行っ

た。アクセプター分子を吸着後、MoS2 表面の各ピークの

結合エネルギーが減少する結果が得られた時、“ID の減

少は、MoS2 表面から吸着分子への電子移動に由来する”

という考察の裏付けになると期待した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

125 kV 電子ビーム描画装置、12 連電子銃型蒸着装置 

【実験方法】 

MoS2 フレークを SiO2/p++Si 基板に転写し、レジスト 

(MMA/PMMA A2) 塗布後、125 kV 電子ビーム描画装

置と 12 連電子銃型蒸着装置を用いてフレーク両端に 

Ni/Au (Ni: 10 nm, Au: 150 nm) 電極を取り付けた。 

作製したデバイスを著者が所属する研究室に持ち帰り、

デバイスの電気測定実験を行った。昨年度と同様の結果

を得たため、本報告では割愛する。 

光電子分光実験では、まず MoS2 天然結晶を 1 cm2

ほどのシート状に剥離した。次にアクセプター分子 

(TCNQ と F4-TCNQ) を MoS2 表面に真空蒸着し、

各吸着量における光電子スペクトルを得た。光源には 

HeⅡ（40.8 eV）を、光電子検出は半球型アナライザー

を用いている。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電気測定実験並びに光電子分光実験で得られた

uptake curve プロットを以下に並べた。(a)と(b)は、(a):  

MoS2 中のキャリア密度変化における分子吸着量依存性、

(b): MoS2 の内殻軌道を示すピークでの結合エネルギー

値の分子吸着量依存性を表現している。 

本報告でメインの光電子分光実験の結果として、(b)で

見られる結合エネルギーの減少は、バンドギャップ内のフ

ェルミ準位のシフトによるものである。さらに、 TCNQ に

比べて F4-TCNQ 吸着時に、大きな減少が見られたこと

は(a)と(b)で共通していた。F 原子の有無で減少量に大

きな差が見られたことの理由について考察を継続している。 
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Fig. Uptake curves of (a) carrier density obtained 

by electrical measurement and (b) binding energy 

obtained by ultraviolet photoelectron spectroscopy. 


